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1. はじめにはじめにはじめにはじめに 

半導体デバイスの微細化、高性能化に伴い洗

浄プロセスでは、基板シリコンのエッチング

（基板 Si ロス）抑制と残渣除去性の両立が求

められる。 

例えば、45nm世代以細の SoCプロセスでは、

イオン注入後のレジストを除去する際、基板

Si ロス量を 0.5nm 以下に抑えることが求めら

れる[1]。このため、基板 Si を酸化させるアッ

シングは適用できない(Fig.1)。しかし、高ドー

ズ(1E15/cm2 以上)のイオンが注入されたレジ

スト除去プロセスでは、レジスト表面に強固な

変質層が形成される[2]ため、洗浄処理のみでの

レジスト除去は非常に困難である。 

本報告では、SPM（硫酸と過酸化水素水の混

合液）による高ドーズ注入レジストの除去プロ

セスを検討したので報告する。 

2. 評価内容評価内容評価内容評価内容 

SPM による変質層の溶解性を調べるために、

変質層エッチレート評価を行った。評価サンプ

ルはイオン注入でレジスト表面に変質層を形

成したサンプルを用いた。また同条件サンプル

を用いて変質層エッチレートの SPM 温度依存

性評価を行った。エッチレート算出に必要な変

質層膜厚は断面 SEMにより測定した。 

3. 結果結果結果結果 

Fig.2 に変質層エッチレートのイオン注入量

依存性を測定した結果を示す。イオン注入量が

増加するにつれエッチレートは低下し、特に

1E15(/cm2)以上では変質層をほぼ溶解できな

いことがわかった。 

イオン注入により形成される変質層はレジ

ストが分解し炭化した層であることが報告さ

れている[3]。イオン注入量が増加すると炭化が

進み SPM との反応が困難であると考えられる。

SPM の反応性向上を目的に、SPM 高温化によ

る変質層溶解性向上を試みた。 

Fig.3に変質層エッチレートの SPM温度依存

性を測定した結果を示す。レジスト表面に

1E15(/cm2)のイオン注入を行ったサンプルを

用いて測定を行った。SPM 高温化により変質

層エッチレートは指数直線的に増加している

ことがわかった。そこで、140℃以上の高温処

理が可能な枚葉 SPM を用いて注入量 1E15 

(/cm2)のレジスト除去性を評価した結果、変質

層を除去することが出来た。 

以上のように、高ドーズ注入レジストの除去

プロセスでは、形成される変質層に対し溶解可

能な温度領域を見出しプロセス設計する必要

がある。 

4. おわりにおわりにおわりにおわりに 

高ドーズ注入レジストは、高温 SPM 処理に

よりレジスト除去可能であることがわかった。 

ただし、今後の高性能デバイスプロセスでは、

更なる高ドーズ注入（5E15/cm
2 以上）が求め

られており、レジスト除去には 180℃以上の超

高温 SPM処理が必要となる。今後、超高温 SPM

に対応した洗浄装置の開発と高ドーズ注入レ

ジストに対する新規除去薬液の開発が期待さ

れる。 
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Fig.1 レジスト除去プロセスの基板 Siロス量 

Fig.3. 変質層エッチレートの SPM温度依存性 

Fig.2. 変質層エッチレートの注入量依存性 

第 74 回応用物理学会秋季学術講演会　講演予稿集（2013 秋　同志社大学）

Ⓒ 2013 年　応用物理学会

16p-C11-7

-130-


